Перечень
вопросов к экзамену

по дисциплине: «Основы твердотельной электроники»

1. Краткая история развития микроэлектроники. Современные пути развития.

2. Составные части полупроводниковых интегральных схем 
3. Классическая и квантовая механики. Области применения и взаимосвязь.

4. Классическая механика. Основные законы. Материальная точка. Траектория.

5. Классический идеальный газ. Распределение максвелла. Поведение классического идеального газа в потенциальной яме.

6. Микрочастицы и их свойства. Корпускулярно-волновой дуализм. Волна де-Бройля.
7. Волновая функция. Волновой пакет.

8. Энергия Ферми. Импульс Ферми.

10. Основные законы микромира.

11. Заполнение потенциальной ямы электронами по классической и квантовой механикам.
12. Строение атома водорода по Бору.

13. Вид волновой функции с учетом корпускулярно-волнового дуализма (через энергию  импульс).

14. Уравнение Шредингера. Стационарное состояние в квантовой механике. Уравнение Шредингера для стационарных состояний.

15. Фазовая и групповая скорости.

16. Понятие о квантовой статистике.

17. Образование электрических зон в кристалле.

18. Заполнение энергетических зон при абсолютном нуле.
19. Металлы, диэлектрики и полупроводники с точки зрения зонной теории.

20. Электропроводность твердых тел. Общие принципы в классической и квантовой механиках. Роль зон.

21. Электропроводность металлов. Физический механизм. Зависимость от температуры.

22. Собственная проводимость полупроводников. Физический механизм. Электроны и дырки.

23. Зависимость собственной проводимости полупроводников от температуры.

24. Примесная проводимость полупроводников. Донорная и акцепторная примеси. Электронные и дырочные полупроводники. Основные и неосновные носители.
25. Примесная проводимость полупроводников. Зависимость от температуры. Энергия активации примесного уоровня.

26. Рекомбинация носителей в полупроводниках. Рекомбинационные процессы.
27. Работа выхода. Интерпретация в классической и квантовой моделях.

28. Контакт разнородных металлов. Внутренняя и внешняя контактная разность потенциалов.

29. Контактные явления. Эффект Зеебека. Физический механизм и применение.
30. Контактные явления. Эффект Пельтье. Физический механизм и применение.
31. Особенности контакта металл-полупроводник. Выпрямляющие контакты.

32. Особенности контакта металл-полупроводник. Омические контакты.

33. Диоды Шоттки.

34. Образование p-n-перехода. Основные свойства. ВАХ перехода.

35. Равновесная ширина p-n-перехода.

36. Емкость p-n-перехода. Роль емкости p-n-перехода в микроэлектронике.

37. Характеристическое сопротивление p-n-перехода.

38. Биполярный транзистор. Структура биполярного транзистора и его характеристики.

39. Схемы включения биполярного транзистора. 

40. Схема с общим эмиттером. Основные достоинства и применения.

41. Схема с общей базой. Основные достоинства и применения.

42. Схема с общим коллектором. Основные достоинства и применения.

43. Входные и выходные характеристики в схеме с общим эмиттером.

44. Конструкции биполярных транзисторов в микроэлектроники.

45. Поверхности состояния. Модель Кронига-Пенни. Уровни Тамма.

46. Основные свойства уровней Тамма.

47. Поверхностные уровни чужеродных чужеродных атомов.

48. Быстрые и медленные состояния.

49. Область пространственного заряда.

50. Искривление энергетических зон у поверхности полупроводника.

51. Обедненный, инверсионный и обогащенный слои поверхности полупроводника.

52. Полевые транзисторы. Структура и принцип действия.

54. Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом.

55. Полевые транзисторы с изолированным затвором и встроенным каналом.

56. Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом.

57. Области применения полевых транзисторов.
58. Приборы на основе МДП-структур. Жидкокристаллические индикаторы.

59. Ячейки энергонезависимой памяти. Квантовая точка.

60. Приборы с зарядовой связью.

61. Элементы планарной технологии.

62. Интегральные технологии изготовления резисторов и конденсаторов в микроэлектронике.

63. Методы изоляции элементов в микроэлектронике.

